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© Schaltungsanordnungmitauf einem mit Leiterbahnen versehenen Substrat angebrachten optoelektronischen 
Bauelementen 

Es wird eine Schaltungsanordnung mit einem mit elek- 
trischen Leiterbahnen versehenen Substrat und darauf 
angebrachten optoelektronischen Bauelementen be- 
schrieben, wobei diese optoelektronischen Bauelemente 
nach der Flip-Chip-Technik mit den Leiterbahnen verbun- 
den sind und das die Leiterbahnen tragende Substrat zu- 
mindest im Bereich photoempfindlicher Zonen der opto- 
elektronischen Bauelemente fur optische Strahlung 
durchlassig ist. 
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Beschreibung 
Beschreibung des bekannten Standes der Technik 

Die Erfindung betrifft eine Schaltungsanordnung mit. ei- 
nem mit elektrischen Leiterbahnen versehenen Substrat, auf 
dem optoelektronische Bauelemente und/oder integrierte 
optoelektronische Schaltkreise (Opto-IC) angeordnet und 
mit den elektrischen Leiterbahnen leitend verbunden sind. 

Aus der DE 41 38 779 ist es bekannt, elektronische Kom- 
ponenten nach den bekannten und erprobten Flip-Chip- Ver- 
fahren mit den auf Substraten vorgesehenen Leiterbahnen 
zu verbinden. 

Bei der Flip-Chip-Methode wird die aktive Seite des Bau- 
elementes mit sogenannten Bumps kopfiiber, d. h. nach un- 
tcn gcrichtct, direkt auf einc metallische Lcitcrbahnstruktur, 
welche sich auf einem Substrat befindet, aufgebracht. 

Nachteile des bekannten Standes der Technik 

Nachteilig am bekannten Stand der Flip-Chip-Tec hnik ist, 
daB mit dieser an sich vorteilhaften Befestigungsmethode 
keine optischen Bauelemente bzw. Opti-ICs verarbeitet wer- 
den konnen, weil durch diese Montageart das Substrat und/ 
oder die darauf befindlichen Leiterbahnen den optischen 
Kontakt zum optoelektronischen Bauelement verhindern. 

Aufgabe der Erfindung 

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht nun 
darin, diese Nachteile der optischen Isolierung durch das 
Substrat zu vermeiden, um die Vorteile der Flip-Chip-Me- 
thode auch fur optoelektronische Bauelemente oder inte- 
grierte Schaltungen mit einer optoelektronischen Kompo- 
nente nutzen zu konnen. 

Losung der Erfindung 

Zu diesem Zweck ist es vorgesehen, das Substrat so zu 
gestalten, da6 zumindest im Bereich der aktiven optoelek- 
tronischen Grenzflache des in Flip-Chip-Technik zu befesti- 
genden Bauelementes, der optische Zugang durch das Sub- 
strat gewahrleistet ist. Dies kann nach einer vorteilhaften 
Ausfuhrungsform dieser Erfindung dadurch erreicht wer- 
den, daB das Substrat selbst aus einem transparenten Mate- 
rial hergestellt worden ist. Hierzu gehoren Substrate als Lei- 
terbahnentrager, die zum Beispiel aus Glas oder Folien her- 
gestellt sind. 

Auch die Verwendung von optisch nicht transparenten 
Substraten, wie zum Beispiel als Leiterplatte oder aus Kera- 
mik, ist dann moglich, wenn das Substrat an der relevanten 
Stelle, die spater mit dem entsprechenden Bauelementen be- 
stuckt wird, mit einem Durchbruch versehen wird. 

Vorteile der Erfindung 

Mit der Losung nach der Erfindung ist. es moglich, die aus 
der Flip-Chip-Methode bekannten Vorteile, die mit dem Re- 
flowloten verwandt sind, auch fur optoelektronische Bauele- 
mente oder integrierten Schaltungen mit optoelektronischen 
Komponenten anzuwenden. 

Dariiber hinaus sind mit dieser Technik weitere vorteil- 
haftc crfindcrischc Ausfuhrungsformcn vorhandcn, die so- 
wohl im Bereich der Herstellkosten, der Integrationsdichte, 
oder der optischen Funktionen angesiedelt sind. 
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Beschreibung von Ausfuhrungsbeispielen der Erfindung 

Die Erfindung wird im foigenden bei spiels weise anhand 
der Fig. 1 und 2 beschrieben. 
5 Fig. 1 zeigt in einer schematischen Darstellung den 
Schnitt durch ein optisch dicht es Substrat mit einem defi- 
nierten Durchbruch und einem in Flip-Chip-Technik ange- 
ordneten Bauelement. 

Fig. 2 zeigt in einer schematischen Darstellung den 
to Schnitt durch ein optisch transparentes Substrat und einem 
in Flip-Chip-Technik angeordneten Bauelement. 

In Fig. 1 sind auf einem nichttransparenten Substrat (1) 
metallische Leiterbahnen (2) aufgebracht. Auf diesen Lei- 
terbahnen ist nach der Flip-Chip-Methode mit sogenannten 
15 Bumps (5), die aus Halbleitermaterial bestehenden, opto- 
elektronische Bauelemente oder Opto-ICs (4) kopfiiber, 
d. h. mit der strahlungsempfindlichen Flache zur Leiterbahn 
bzw. zum Substrat hingewandt, aufgelotet. 
Mit entsprechend gestalteten Bumps konnen diese Ele- 
20 mente auch in Klebetechnik oder auch in HeiBprageprozes- 
sen auf den Leiterbahnen kontaktiert werden. 

Dabei ist die Positionierung der Bauelemente, mittels der 
entsprechenden Verarbeitungsmaschinen, zu den Leiterbah- 
nen recht genau ausgerichtet. Auf dieser zu den Leiterbah- 
25 nen bzw. zum Substrat hingerichteten Seite der Bauelemente 
(4) konnen die Halbleitermaterialien auch optoelektroni- 
sche, d. h. lichtaussendende bzw. lichtempfindliche Fla- 
chenelemente beinhalten. Damit der optische Kontakt durch 
das nichttransparente Substrat (1) ermoglicht ist, ist dieses 
30 mit einem Durchbruch (3) versehen, der genau zu den ent- 
sprechenden Leiterbahnen und damit zu dem Element posi- 
tioniert ist. Je nach Funktion dieser Anordnung wird der 
Querschnitt, bzw. der Verlauf des Durchbruches (3), vorge- 
geben und kann somit die wirksame GroBe der optoelektro- 
35 nischen Zone (6) bestimmen. Ebenfalls in Abhangigkeit der 
Anwendung dieser Komponente kann der Durchbruch (3) 
bis hin zum Bauelement (4) mit optisch transparenten Mate- 
rialien abgedeckt oder versiegelt werden. 

Fig. 2 zeigt eine entsprechende Anordnung, bei der je- 
40 doch das Substrat (7) aus einem optisch transparenten Mate- 
rial besteht. Dies kann beispielsweise ein Glastrager sein, 
auf dem die Metallbahnen aufgebracht sind. In diesem Fall 
bietet es sich als vorteilhaft an, wenn die Leiterbahnen im 
Bereich der photoempflndlichen Zone (6) so ausgefuhrt 
45 sind, daB damit gleichzeitig eine optisch definierte Blenden- 
funktion erreicht wird. Besonders vorteilhaft ist, wenn das 
transparente Substrat (7) gleichzeitig eine optische Filter- 
wirkung hat, um damit die spektral unerwunschten Strah- 
lungsbereiche, die oft zu negativen Funktionsbeeintrachti- 
50 gungen fuhren, auszufiltern. 

Weitere vorteilhafte Ausfuhrungsmerkmale sind den 
Kennzeichnungsteilen der Anspriiche zu entnehmen. 

Bezugszeichenliste 

55 

1 Nichttransparentes Substrat 

2 Metallische Leiterbahnen 

3 Durchbruch 

4 Optoelektronische Bauelemente oder Opto-ICs 
60 5 Bumps 

6 Photoempfindliche Zone 

7 Substrat 

Patentanspruche 

65 

1. Schaltungsanordnung mit einem mit elektrischen 
Leiterbahnen versehenen Substrat, auf dem optoelek- 
tronische Bauelemente und/oder integrierte optoelek- 
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tronische Schaltkreise (Opto-IC) angeordnet und mit 
den elektrischen Leiterbahnen leitend verbunden sind, 
dadurch gekennzeichnet, daB die optoelektronischen 
Bauelemente und/oder die integrierten optoelektroni- 
schen Schaltkreise nach der Rip-Chip-Technik mit den 5 
elektrischen Leiterbahnen verbunden sind und daB das 
Substrat zumindest im Bereich photoempfindlicher Zo- 
nen der optoelektronischen Bauelemente und/oder der 
integrierten optoelektronischen Schaltkreise fur opti- 
sche Strahlung durchlassig ist. 10 

2. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Substrate Schichtschaltungen, 
Leiterplatten, flexible Leiterfolien, Hybridschaltungen 
vom Dickfiim- oder Dunnfilmtyp oder flexible Leiter- 
platten sind. 15 

3. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Substrate aus Glas oder Kera- 
mik sind, auf denen metallische Leiterbahnen aufge- 
bracht sind. 

4. Schaltungsanordnung nach eincm der vorhergehen- 20 
den Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB alle nicht 
transparenten Substratmaterialien mit einem zur Lei- 
terbahnslruktur ausgerichteten Durchbruch versehen 
sind. 

5. Schaltungsanordnung nach Anspruch 4, dadurch 25 
gekennzeichnet, daB der zur Leiterbahnenstruktur aus- 
gerichtete Durchbruch gleichzeitig die Funktion einer 
optischen Blende inne hat. 

6. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB das verwendete S ubstratmaterial 30 

optisch transparent ist. . . ^ 

7. Schaltungsanordnung nach Anspruch .6, dadurch 
gekennzeichnet, daB das verwendete S ubstratmaterial 
nur im angewandten Spektralbereich transparent ist 
und somit eine optische Filterwirkung hat. 35 

8. Schaltungsanordnung nach Anspruch 6, dadurch 
gekennzeichnet, daB durch die metallise hen Leiterbah- 
nen auf dem transparenten Substrat eine optische 
Blende erzeugt wird. 

9. Schaltungsanordnung nach Anspruch 4, dadurch 40 
gekennzeichnet, daB die vorhandene Offhung im nicht 
transparenten Substrat durch eine fur den verwendeten 
Spektralbereich durchlassige Schutzschicht abgedeckt 
ist. 

10. Schaltungsanordnung nach Anspruch 9, dadurch 45 
gekennzeichnet, daB die optisch durchlassige Schutz- 
schicht aus Silikon, Lack, GieBharz ausgefuhrt ist. 

11. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Koppelung der optischen 
Strahlung durch das Substrat hindurch uber eine opti- 50 
sche Faser erfolgt 
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